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１．概要（Summary） 

現在、特性向上のためにアルミナの微細構造が求めら

れている素子がある。今回、NIMS 微細加工プラットフォ

ームの設備を利用し、パターニングすることによりΦ100 

nmのアルミナの微細構造の作製を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125kV 電子ビーム描画装置、

100kV 電子ビーム描画装置、多目的ドライエッチング装

置、化合物ドライエッチング装置、走査電子顕微鏡、イオ

ンスパッタ 

【実験方法】 

早稲田大学ナノテクノロジープラットフォームにて早稲

田大学内の装置で行うことのできるフォトリソグラフィー、ス

パッタリングを行ったのちに、早稲田大学内の装置で行う

ことのできない微細構造の作製を、NIMS 微細加工プラ

ットフォームにて 125kV電子ビーム描画装置、100kV電

子ビーム描画装置を用いて行う。その後多目的ドライエッ

チング装置、化合物ドライエッチング装置を用いてスパッ

タリングを行った材料のエッチングを行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は 125kV 電子ビーム描画装置を用いて作製

した微細構造である。1平方センチメートルあたり 600 μ

C 露光することで設計値の 1.4%以内であるΦ98.6 nm

の微細構造の作製に成功した。 

Fig. 2 は多目的ドライエッチング装置、化合物ドライエ

ッチング装置を用いてエッチングを行った後の画像であ

る。この画像よりアルミナがエッチングされ、設計値の

3.2%以内であるΦ103.2 nm の構造が作製されたことが

確認された。 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・他の機関の利用：早稲田大学ナノテクノロジープラットフ

ォーム 

・技術支援者：大里 啓孝様 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

 

Fig. 1 Picture of hole pattern fabricated by 

electron beam lithography. 

Fig. 2 Picture of hole pattern after etching 
alumina. 


